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 希土類化合物 R2MgSi2は空間群 P4/mbmに属する正方晶 Mo2FeB2型

の結晶構造をもつ物質である[1]。これまでに、Yb2MgSi2, Tm2MgSi2の
磁性に関して報告してきた[2][3]。また新たに R=Erに関してMgによ
る自己フラックス法を用い単相多結晶試料を得ることに成功した。

Er2MgSi2に関する物性の報告はこれまでなく、今回が初めてとなる。 
	
 R2MgSi2 (R=Yb, Tm, Er)はそれぞれ 6.6K, 5.6K, 4.6Kで反強磁性秩序を
示す。いずれも見積もった有効ボーア磁子は 3価のイオンと良い一致
を示した。下図に各物質の電気抵抗率の温度依存性を示す。いずれ

も 300-20K 程度までの温度範囲において金属的な振舞いを示すもの
の、それ以降の温度では徐々に抵抗率が上昇し、反強磁性転移に伴

い電気抵抗の急激な上昇を観測した。 
	
 当日は R を他の希土類に置換した化合物の結果もふまえ、磁性と
電気抵抗の振舞いについて議論する。 
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